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存储系统的分级结构示意图
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1、存储器的一般概念和分类

    按存取速度和用途可把存储器分为两大类，

内部存储器和外部存储器。

   内存：具有一定容量，存取速度快的存储器

称为内部存储器，简称内存。内存是计算机的重

要组成部分，CPU可对它进行访问。目前应用在

微型计算机的主内存容量已达1G以上，高速缓存

器(Cache)的存储容量已达128～512 KB。
        内存速度快、容量小、一般用半导体存储器。   

一、概    述
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    外存：把存储容量大而速度较慢的存储器

称为外部存储器，简称外存，如：硬盘、光盘、

USB存储器等，如CD-ROM光盘容量可达650 
MB，硬盘已达几个GB乃至几十个GB，而且

容量还在增加，故也称外存为海量存储器。

    外存速度慢、容量大、CPU通过内存缓冲

区来和外存交换数据。
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要通过I/O接口与系统总线相连。
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常见内存类型
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       半导体存储器的主要技术指标

    从接口电路来看，最重要的指标是存储器芯

片的容量和存取速度。

 ① 容量

    存储器的容量指每个存储器芯片所能存储的

二进制数的位数。例如，1024位/片指芯片内集成

了1024位的存储器。由于在微机中，数据大都是

以字节(Byte)为单位并行传送的，因此对存储器的

读写也是以字节为单位寻址的。
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    存储器芯片因为要适用于1位、4位、8位计算机

的需要，或因工艺上的原因，其数据线也有1位、4
位、8位之分。例如，Intel 2116为1位，Intel 2114为4
位，Intel 6264为8位，所以在标定存储器容量时，经

常同时标出存储单元的数目和位数，因此有:

    存储器芯片容量=单元数×数据线位数

如Intel 2114芯片容量为1 K×4位/片，Intel 6264为8 
K×8位/片。    
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     存储器芯片的存取速度是用存取时间来衡量

的，它是指从CPU给出有效的存储器地址到存储器

给出有效数据所需要的时间。存取时间越小，速度

越快。超高速存储器的存取速度小于20 ns，中速存

储器的存取速度在100～200 ns之间，低速存储器的

存取速度在300 ns以上。现在Pentium 4 CPU时钟已

达2.4 GHz以上，这说明存储器的存取速度已非常高。

    随着半导体技术的进步，存储器的容量越来越

大，速度越来越高，而体积却越来越小。
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二、  随机存储器(RAM)

1、 静态RAM
①静态RAM的基本存储电路

• 集成度低，但速度快，

• 价格高，常用做Cache。
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② 静态RAM的结构

    静态RAM内部是由很多如图所示的基本存储电

路组成的，容量为单元数与数据线位数之乘积。为了

选中某一个单元，往往利用矩阵式排列的地址译码电

路。
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在线开放课程     常用的典型SRAM芯片有6116（2KX8）、

6264(8KX8)、62256(32Kx8)、HM628128(128KX8)等 。

     6116管脚图
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2、动态RAM
① 动态RAM存储电路

单管动态存储器电路

    集成度高，但速度较慢，价格低，一般用作主存。
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② 动态RAM举例

Intel 2164A引脚与逻辑符号

2164A引脚图

容量64K×1bit
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三、只读存储器(ROM)

1、掩膜ROM
    掩膜ROM制成后，用户不能修改，一个简单

的4×4位MOS管ROM，采用单译码结构。两位

地址线A1、A0译码后可译出四种状态，输出4条
选择线，分别选中4个单元，每个单元有4位输出。

       只读存储器的信息在使用时是不能改变的，
只能读出不能写入，一般只能存放固定程序，如
监控程序，IBM PC中的BIOS程序。ROM的特点
是信息的非易失性。
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掩膜ROM电路原理图
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2、可编程只读存储器
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    在某些应用中，程序需要经常修改，因此能够重

复擦写的EPROM被广泛应用。这种存储器利用编程

器写入后，信息可长久保持，因此可作为只读存储器。

当其内容需要变更时，可利用擦除器(由紫外线灯照射)

将其擦除，各单位内容复原为FFH，再根据需要利用

EPROM编程器编程，因此这种芯片可反复使用。   

27C512
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①  EPROM的存储单元电路
     通常EPROM存储电路是利用浮栅MOS管
构成的，又称FAMOS管(Floating gate 
Avalanche Injection Metal-Oxide-Semiconductor，
即浮栅雪崩注入MOS管)，其构造如图所示。

浮栅MOS EPROM存储电路

        该电路和普通P沟道增强型MOS管相似，只是
浮栅管的栅极没有引出端，而被SiO2绝缘层所包围，
称为“浮栅”。在原始状态，该管栅极上没有电荷，
没有导通沟道，D和S是不导通的。
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    当外加电压取消后，积累在浮栅上的电
子没有放电回路，因而在室温和无光照的条
件下可长期地保存在浮栅中。

+24V
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    将一个浮栅管和MOS管
串起来组成如图所示的存储
单元电路。于是浮栅中注入
了电子的MOS管源—漏极导
通，当行选线选中该存储单
元时，相应的位线为低电平，
即读取值为“0”，而未注入
电子的浮栅管的源—漏极是
不导通的，故读取值为“1”。
在原始状态(即厂家出厂)，
没有经过编程，浮栅中没注
入电子，位线上总是“l”。

1
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    EPROM芯片有多种型号，如2716(2 K×8 

bit)、2732(4 K×8 bit)、2764(8 K×8 bit)、

27128(16 K×8 bit)、27256(32 K×8 bit)等。下面

以2764A为例，介绍EPROM的性能和工作方式。    
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2764A功能框图

8K×8
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本讲小结

1、存储器的分类及主要性能指标

2、静态RAM存储原理及典型电路

3、动态RAM存储原理及典型电路

4、EPROM存储原理及典型电路


